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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品
のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、
かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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M61047FP 
Battery Protection Analog Front End (AFE) IC 

RJJ03F0011-0300 
Rev.3.00 

2005.03.04 

概要 
M61047FPは，スマートバッテリパック用に開発された半導体集積回路です。スマートバッテリに必要な
アナログ回路を 1チップ化しています。マイコンとのペア使用により，電池容量の検出などの各種機能を周
辺にわずかな部品をつけることで実現でき，スマートバッテリシステム (SBS) のバッテリパックに最適です。
また，マイコンへの電源としてリニアレギュレータを内蔵しており，電源部設計が容易です。 

特長 
• マイコンによる充放電用 FET制御機能内蔵 
• マイコン用電源として使用可能なシリーズレギュレータ内蔵 
• 電池セルごとの電池電圧を検出する電池電圧検出回路内蔵 
• 選択した各電池セルの電圧を出力する出力選択回路内蔵 
• 各電池セル間のセル電圧の調整が可能なセルバランス回路内蔵 
• レギュレータ出力をモニタし，電圧低下を検出してリセット信号を出力するリセット回路内蔵 
• マイコンからの制御信号による FET OFF機能内蔵 
• パワーセーブ機能内蔵 
• マイコンとのインタフェースは，3線式 
• 高耐圧デバイス (絶対最大定格 33V) 
 

用途 
• スマートバッテリシステム 
 

ブロックダイアグラム 
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端子機能説明 
端子 No. 端子名 機能説明 

9 VCC この ICの電源端子です。充電器あるいは電池から電源を供給します。 
8 VREG マイコンへの電源供給端子です。マイコンからの信号で遮断できます。 

13 VIN12 充電器接続のモニタ端子です。パワーダウン状態からの変化を検出します。 
18 VIN1 リチウムイオン電池 1の+側入力端子です。 
17 VIN2 リチウムイオン電池 1の–側，リチウムイオン電池 2の+側入力端子です。 
16 VIN3 リチウムイオン電池 2の–側，リチウムイオン電池 3の+側入力端子です。 
15 VIN4 リチウムイオン電池 3の–側，リチウムイオン電池 4の+側入力端子です。 
7 GND 接地端子であり，リチウムイオン電池 4の–側入力端子です。 
5 DFET 放電用 FETの ON/OFF信号出力端子です。 
4 CFET 充電用 FETの ON/OFF信号出力端子です。 
6 PCFET プリチャージ用 FETの ON/OFF信号出力端子です｡ 

14 RESET マイコンへのリセット信号出力端子です｡ 
3 ANALOG 各種アナログ信号の出力端子です。 

19 CFETCNT マイコンからの CFET,PCFET制御信号入力端子です。CFET端子，PCFET端子は，CFETCNT
端子が“H”レベルのとき“H”となり，“L”レベルのときは，マイコンからの 3線式シリアルデー
タにより制御されます。 

10 DFETCNT マイコンからの DFET制御信号入力端子です。DFET端子は，DFETCNT端子が“H”レベルの
とき“H”となり，“L”レベルのときは，マイコンからの 3線式シリアルデータにより制御されま
す。 

20 CS この端子が“L”レベルのとき，データ入力の受付状態になり，6ビットシフトレジスタへのデー
タとりこみが可能になります。“L”→“H”への立ち上がりエッジで 6ビットシフトレジスタの値
がラッチされます。 

1 CK シフトクロック入力端子です。“H”の立ち上がりで，DI端子からの入力信号が 6ビットシフト
レジスタに入力されます。 

2 DI シリアルデータ入力端子です。データ長が 6ビットのシリアルデータを入力します。 
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絶対最大定格 
項目 記号 定格値 単位 条件 

絶対最大定格 Vabs 33 V  
電源電圧 Vcc 30 V  
許容損失 PD 800 mW  
動作周囲温度 Topr1 –20～+85 °C  
保存温度 Tstg –40～+125 °C  
 
 

CK

DI

CS

TSCS THCS

THDITSDI

 

図 1 インタフェース部のタイミング定義 
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電気的特性 
(Ta = 25°C，特に指定のない限り Vcc = 14V) 

ブロック 項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 回路 条件 
電源電圧 Vsup — — 30 V 1  
回路電流 1 Isup 35 75 115 µA 1 通常時 
回路電流 2 Ips 20 45 70 µA 1 パワーセーブモード 

(電池電圧部 OFF) 

全体 

回路電流 3 Ipd — — 0.5 µA 1 パワーダウンモード 
3.276 3.3 3.333 V 2 VCC = 14V, Iout = 10mA 出力電圧 Vreg 
4.75 5.0 5.25 V 2 VCC = 14V, Iout = 10mA 
— 2 10 mV 2 VREG = 3.3V時 

VCC = 6.0V～24V, Iout = 10mA 
入力安定度 ∆Vline 

— 4 100 mV 2 VREG = 5.0V時 
VCC = 7.5V～24V, Iout = 10mA 

— 3 15 mV 2 VREG = 3.3V時 
VCC = 6.0V, Iout = 50µA～10mA

レギュ
レータ部 

負荷安定度 ∆Vload 

— 5 150 mV 2 VREG = 5.0V時 
VCC = 7.5V, Iout = 50µA～50mA

検出電圧 Vdet– 2.6 2.75 2.9 V 3 VREG = 3.3V時 リセット
部 解除電圧 Vdet+ 2.9 2.975 3.05 V 3 VREG = 3.3V時 

入力オフセット電圧 Voff 31 206 385 mV 4  
電圧増幅率 Gamp 0.594 0.600 0.606 — 4 VREG = 3.3V時 
出力ソース電流能力 Isource 75 — — µA 5  
出力シンク電流能力 Isink 150 — — µA 5  

電池電圧
検出部 

最大検出電池電圧 Vmo_max 4.7 — — V 2, 4 (Vreg–Voff1)/Gamp 
DI入力 H電圧 VDIH Vreg–0.5 — Vreg V 6  
DI入力 L電圧 VDIL 0 — 0.5 V 6  
CS入力 H電圧 VCSH Vreg–0.5 — Vreg V 6  
CS入力 L電圧 VCSL 0 — 0.5 V 6  
CK入力 H電圧 VCKH Vreg–0.5 — Vreg V 6  
CK入力 L電圧 VCKL 0 — 0.5 V 6  
DIセットアップ時間 TSDI 600 — — ns 6  
DIホールド時間 THDI 600 — — ns 6  
CSセットアップ時間 TSCS 600 — — ns 6  
CSホールド時間 THCS 600 — — ns 6  
DFETCNT入力 H電圧 VDCH Vreg–0.5 — Vreg V 6  
DFETCNT入力 L電圧 VDCL 0 — 0.5 V 6  
CFETCNT入力 H電圧 VCCH Vreg–0.5 — Vreg V 6  
CFETCNT入力 L電圧 VCCL 0 — 0.5 V 6  

インタ
フェース
部 

CFETCNT入力流入電流 ICCH 0.3 1 2 µA 6 CFETCNT = 3.3V時 
1セルオン抵抗 RON1 250 500 1000 Ω 7  
2セルオン抵抗 RON2 250 500 1000 Ω 7  
3セルオン抵抗 RON3 250 500 1000 Ω 7  

コンディ
ショニン
グ部 

4セルオン抵抗 RON4 250 500 1000 Ω 7  
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測定回路図 
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動作説明 
M61047FPは，スマートバッテリパック用に開発された半導体集積回路です。シリーズに接続された 3本
あるいは 4本のリチウムイオン電池を使用するスマートバッテリシステム (SBS) に最適な ICです。高耐圧
デバイスですので，各種充電器システムに対応ができます。 

スマートバッテリに必要なアナログ回路を 1チップ化しています。マイコンとのペア使用により，周辺に
わずかな部品をつけることで電池容量の検出などの各種機能を実現できます。以下に各機能について動作を
説明します。 

電池電圧検出回路 

本 ICはシリーズに接続されたおのおのの電池電圧を ANALOG端子から出力することができます。内蔵さ
れたバッファアンプが電池の端子電圧をモニタしています。 

シリーズレギュレータ 

本 ICは低ドロップアウトのシリーズレギュレータが内蔵されております。これをマイコンの電源として使
用することで電源設計が容易になります。また，通常，シリーズレギュレータは 3.3V出力ですが，マイコン
のフラッシュメモリ書き換え時には，レジスタ設定により 5V出力に切り換えることが可能です。 

リセット回路 

本 ICではリセット回路が VREG端子電圧を監視しています。マイコンの電源電圧が低下した場合にはリ
セット回路が働きマイコンの暴走を防ぐことができます。電池パックが放置されて電池電圧が低下したとき
にはマイコンがリセットされますので，暴走を防ぐことができます。放置された電池パックの安全性が高ま
ります。 

さらに，IC内部をパワーダウンモードへ移行して消費電流を 0.5µA以下に抑えます。 

また，充電器が接続された場合にも，リセット回路が VREG電圧を監視しているためにマイコンへの供給
電圧が小さいときにはリセットを保持し，確実な動作を保証します。 

コンディショニング回路 

本 ICは接続された電池をセルごとに，自己放電させる機能を有しています。これにより，過充電状態に至っ
た電池の電圧を下げることが可能ですので，電池パックの安全性が高まります。また，接続された電池セル
間の電圧を合わせることが可能ですので，すべてのセルが満充電されることになり，バッテリパックが長期
間の使用に耐えることになります。 

パワー制御機能 

本 ICは，パワー制御機能を備えております。通常動作，パワーセーブ動作，パワーダウン動作の 3つの状
態で動作することができます。この 3つの動作は，マイコンからの命令によってそれぞれ動作を切り換える
ことができ，それぞれの動作状態における消費電流の制御を行なうことができます。 

1. 通常動作 
全回路が動作をしている状態です。 

2. パワーセーブ動作 
パワーセーブ状態は，電池電圧検出回路部を停止し，ALALOG出力選択を GND電位で出力することによ
り消費電流を抑えます。また，マイコンからの命令によって ANALOG出力選択を各セルの電圧またはオ
フセット電圧を出力すると通常状態で動作をします。パワーセーブ状態においては，レギュレータ回路部
は動作をしています。 

3. パワーダウン動作 
パワーダウン状態は，全回路が停止した状態になります。 

 
パワーダウンモードへの移行とパワーダウンからの解除時の動作を，図 2を用いて以下に説明をします。 
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• パワーダウンモードへの移行 
電池電圧が低下したことはマイコンが判断をします。マイコンからは I/F回路を介してパワーダウン命令
を送ります。この命令を受けると本 ICの DFET端子は High電圧になります。また，VIN12端子は Low
になるように内部抵抗でプルダウンされます。VIN12端子が Low電位になると，シリーズレギュレータ
の出力を停止します。 
この時点で回路が動作を完全に停止します。この状態では，CFET = High, DFET = High, PCFET = High (放
電禁止状態) になります。本 ICの消費電流は，最大値は 0.5µAとなり，電池電圧の低下を防ぎます。 

• パワーダウンモードからの解除 
パワーダウンモードで充電器が接続される (VIN12端子が Highになる) と，シリーズレギュレータはた
だちに動作を開始します。VREG電圧がリセット回路の解除電圧以上になると RESET端子の出力が変化
します。マイコンが動作を開始して，I/Fから信号を送ることで完全にパワーダウンモードから解除され
ます。 

 

RESET

CS

RESET

DFETCNT

VREG

VIN12

GND

CFETCNT

CK

DI

DFET VCC CFETPCFET

FET

VIN1

 

図 2 パワーダウンモードの動作 
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ブロック説明 

電池電圧検出回路部 

図 3に示すように，M61047FPの電池電圧検出回路は，スイッチ，バッファアンプ，基準電圧，ロジック
回路で構成されています。 

マイコンのシリアルデータにより，検出したい電圧が選択されるとスイッチの接続がロジック回路により
決定されます。接続により，VBAT1，VBAT2，VBAT3，VBAT4電圧が ANALOG端子より出力されます。
さらに，オフセット電圧も出力できます。 

パワーセーブモードではすべてのスイッチが OFFされるために，この回路部分の消費電流はほぼ“0”にな
ります。 

【注】 本回路ブロックの電圧変動によるセトリングタイムは 100µsを目安としてください。 
 

–

+

VREF

VIN1

VIN2

VIN3

VBAT1

S11

S21

S22

S32

S31

S42

S41

VIN4

GND

S02

S01

VBAT2

VBAT3

VBAT4

 

図 3 電池電圧検出回路部 

 

表 1 図 3において接続されるスイッチ 

機能 接続されるスイッチ (図 3参照) 
電池 1電圧測定 S11, S22 
電池 2電圧測定 S21, S32 
電池 3電圧測定 S31, S42 
電池 4電圧測定 S41, S02 
電池 1モニタ時オフセット電圧測定 S21, S22 
電池 2モニタ時オフセット電圧測定 S31, S32 
電池 3モニタ時オフセット電圧測定 S41, S42 
電池 4モニタ時オフセット電圧測定 S01, S02 
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アナログ出力選択 

図 4にアナログ出力選択部のブロック図を示します。マイコンのシリアルデータにより，ANALOG端子か
ら GND出力もしくは，電池電圧検出回路で選択された電圧を出力します。 

GND出力時は電池電圧検出回路が停止することによりM61047FPはパワーセーブモードとなります。 

 

ANALOG
–

+

VREF

 

図 4 アナログ出力選択部 
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シリーズレギュレータ 

シリーズレギュレータの回路を図 5に示します。出力制御トランジスタには Pch MOSトランジスタを使用
しています。IC内部で出力電圧が調整されているため，外付け抵抗などは一切不要です。 

また，通常，シリーズレギュレータは 3.3V出力ですが，マイコンのフラッシュメモリ書き換え時には，レ
ジスタ設定により 5V出力に切り換えることが可能です。 

【注】 制御トランジスタの構造上 VCC—VREG間には寄生ダイオードができるので，VCCより VREGの電
圧が高くなると逆電流により ICが破壊することがあります。したがって，VREGは VCC + 0.3V以
下に抑えてください。 
入力変動･負荷変動を抑えるため出力に 0.47µFコンデンサをつけてください。 
入力変動･負荷変動・出力変動によるセトリングタイムは 10msを目安としてください。 

 

+

–

S52S51

VREF

GND

R1 R2

R3

VREG

VCC

 

図 5 シリーズレギュレータ 
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リセット回路部 

図 6に示すように，M61047FPのリセット回路部は，コンパレータ，基準電圧，ブリーダ抵抗で構成され
ています。また検出電圧と解除電圧にヒステリシスを設けています。 

出力は Nchオープンドレイン回路ですので，解除時の遅延時間を外付けの CRで構成できます。 

リセット回路部は，VREGの出力を監視していますので，電源電圧が何らかの異常で下がったときのマイ
コンの暴走を防ぎます。 

 

+

–

VREF

GND

Rh

RESET

R2

R1

VREG VREG

 

図 6 リセット回路部 
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コンディショニング部 

図 7に示すように，M61047FPのコンディショニング回路部は，スイッチ，抵抗，ロジック回路で構成さ
れています。 

マイコンのシリアルデータにより，電池を放電させるためのスイッチが ONします。また放電させる電池
は，1セルから 4セルまで任意に設定することが可能です。また，シリアルデータを別々に送ることで 1セ
ルから 4セルまでを同じに放電させることも可能です。 
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S63
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図 7 コンディショニング回路部 
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レジスタマップ 

アドレス 

表 2 

アドレス データ  
設定データ D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 
内容 

リセット 0 0 0 — — — — 
電池電圧出力部 0 0 1 — — — 表 3参照 
FET制御部 0 1 0 — — — 表 4参照 
出力選択部 0 1 1 — — — 表 5参照 
レギュレータ制御部 1 0 0 — — — 表 6参照 
コンディショニング回路部 1 0 1 — — — 表 7参照 
Don’t care 1 1 0 — — — — 
Don’t care 1 1 1 — — — — 
 
 

データ 

表 3 電池電圧出力部 

 
D2 D1 D0 

 
Name 

 
Function 

0 0 0 VBAT1_OUTPUT 電池 1電圧測定 
0 0 1 VBAT2_OUTPUT 電池 2電圧測定 
0 1 0 VBAT3_OUTPUT 電池 3電圧測定 
0 1 1 VBAT4_OUTPUT 電池 4電圧測定 
1 0 0 VBAT1_OFFSET 電池 1モニタ時オフセット電圧測定 
1 0 1 VBAT2_OFFSET 電池 2モニタ時オフセット電圧測定 
1 1 0 VBAT3_OFFSET 電池 3モニタ時オフセット電圧測定 
1 1 1 VBAT4_OFFSET 電池 4モニタ時オフセット電圧測定 

【注】 リセットでは，電池電圧検出用スイッチすべて OFF。 
ANALOGの各切り換えによるセトリングタイムは 100µsを目安としてください。 

 
 
表 4 FET制御部 

 Function 
D2 D1 D0 

 
Name CFET DFET PCFET 

0 0 0 FCNT_AH High High High 
0 0 1 FCNT_PL High High Low 
0 1 0 FCNT_DL High Low High 
0 1 1 FCNT_CH High Low Low 
1 0 0 FCNT_CL Low High High 
1 0 1 FCNT_DH Low High Low 
1 1 0 FCNT_PH Low Low High 
1 1 1 FCNT_AL Low Low Low 

【注】 リセットでは，CFET端子 = High，DFET端子 = High，PCFET端子 = High。 
 



M61047FP 

Rev.3.00  2005.03.04  page 17 of 23 
 

表 5 出力選択部 

 
D2 D1 D0 

 
Name 

 
Function 

 
備考 

0 0 0 MP_GND1 GND出力 BAT1電池電圧選択状態 
0 0 1 MP_RUN 電池電圧出力選択  
0 1 0 MP_GND2 GND出力 電池電圧選択スイッチすべて OFF 
0 1 1 MP_GND3 GND出力 BAT4オフセット電圧選択状態 
1 0 0 — Don’t care  
1 0 1 — Don’t care  
1 1 0 — Don’t care  
1 1 1 — Don’t care  

【注】 リセットでは，GND電位を出力。 
ANALOGの各切り換えによるセトリングタイムは 100µsを目安としてください。 

 
 
表 6 レギュレータ制御部 

 
D2 D1 D0 

 
Name 

 
Function 

 
備考 

0 0 0 VREG_33 VREG = 3.3V  
0 0 1 VREG_OFF VREG = 0V (レギュレータ出力 OFF) パワーダウン命令 
0 1 0 VREG_50 VREG = 5.0V  
0 1 1 VREG_33 VREG = 3.3V  
1 0 0 Don’t care   
1 0 1 Don’t care   
1 1 0 Don’t care   
1 1 1 Don’t care   

【注】 リセットでは，VREG = 3.3Vを出力。 
VREG = 0V時は全機能を停止しますが，充電器が接続している場合にはパワーダウンモードへは移行しません。 
VREGの各切り換えによるセトリングタイムは 20msを目安としてください。 

 
 
表 7 コンディショニング回路部 

 Function 
D2 D1 D0 

 
Name BAT1_SW BAT2_SW BAT3_SW BAT4_SW 

0 0 0 CD_OFF OFF OFF OFF OFF 
0 0 1 CD_RON11 ON Don’t care Don’t care Don’t care 
0 1 0 CD_RON21 Don’t care ON Don’t care Don’t care 
0 1 1 CD_RON31 Don’t care Don’t care ON Don’t care 
1 0 0 CD_RON41 Don’t care Don’t care Don’t care ON 
1 0 1 CD_RON12 ON Don’t care Don’t care Don’t care 
1 1 0 CD_RON22 Don’t care ON Don’t care Don’t care 
1 1 1 CD_RON32 Don’t care Don’t care ON Don’t care 

【注】 リセットでは，すべてのセルが OFF。 
データを別々に送ることで，BAT1～4セルを任意に同時 ONが可能です。 
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デ－タフォーマット 

シリアルデータ転送のシリアルパラレル変換回路のブロック図を図 8に，タイミングチャートを図 9にそ
れぞれ示します。シリアルデ－タは CS端子を Lowにした後，CK端子の立ち上がりに同期して，LSB (D0) か
ら順番に IC内部に読み込まれます。6ビット分入力した時点で，CS端子を Highにすること，6ビットシフ
トレジスタの内容がシリアルパラレル変換後，内部ラッチ回路にラッチされます。 

D5

6

CS

CK

DI

FirstLast

D4 D3

LSBMSB

D2 D1 D0

FET    

MPX MPX MPX MPX MPX

 

図 8 シリアルパラレル変換回路ブロック図 

 

DI D0

LSB MSB

D1 D2 D3 D4 D5

CK

CS

 

図 9 タイミングチャート 

 

FET OFF機能 

3線式シリアルデータ以外に，マイコンから DFETCNT端子，CFETCNT端子に信号を送ることで直接 FET
を制御することが可能です。DFETCNT端子を Highにすると DFET端子が Highに，CFETCNT端子を High
にすると CFET端子および PCFET端子が Highになります (シリアルデータに関係なく優先されます)。 

DFETCNT端子が Lowおよび CFETCNT端子が Lowの場合には，それぞれ 3線式シリアルデータによる
FET制御コマンドが優先されます。 
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タイミングチャート 
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放電シーケンス 
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応用回路例 

M61047FP

VREG

0.47µF
0.22µF

VBAT1

VBAT2

VBAT3

VBAT4

1kΩ
VIN1

RESET

DFETCNT

ANALOG

CFETCNT

VIN12 DFET VCC CFETPCFET

0.22µF

1kΩ

10kΩ

+

–

M37517F8HP

6.8Ω

VIN2

VIN3

VIN4

GND

0.22µF

1kΩ

0.22µF

1kΩ

0.22µF

1kΩ

CS

CK

DI

 

図 10 4直時応用回路例 
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M61047FP
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図 11 3直時応用回路例 
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